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Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych (ITME) wydaje trzy czasopisma naukowe, ktérych
tematyka dotyczy inzynierii materialowej, elektroniki i fizyki ciata statego, a w szczegdlnosci techno-
logii otrzymywania nowoczesnych materiatéw, ich obrébki, miernictwa oraz wykorzystania dla potrzeb
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*Materialy Elektroniczne - kwartalnik, zawierajacy artykuty problemowe, teksty wystapiefi pracownikéw
ITME na konferencjach,

*Prace ITME - 3-4 razy w roku, zawierajace monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne
pracownikéw ITME.

*MST News Poland - kwartalnik w jezyku angielskim, zawierajacy artykuty dotyczgce polskich osiggnigc
w zakresie mikrosystemow rozumianych jako zespoty czujnikéw przetwarzajacych wielkosci mierzone
na sygnat elektryczny, uktadéw obrobki tego sygnatu oraz wskaznikéw lub elementéw wykonawczych
(actuators). Czasopismo jest sponsorowane przez Program Europejski NEXUS (Network of Excellence
in Multifunctional Microsystems).
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7 - Szkta dla zastosowai optycznych. Swiattowody

8 - Kompozyty. Materiaty stykowe. Spoiwa i stopy metaliczne
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10 - Metalizacja. Czyste metale. Stopy amorficzne. Uktady wielowarstwowe metaliczne
11 - Pétprzewodnikowe przyrzady mikrofalowe i uktady scalone
12 - Przyrzady z akustyczng faly powierzchniowgy
13 - Czujniki
14 - Fotolitografia. Jonolitografia. Elektronolitografia. Maski

Profile tematyczne obejmujg nastgpujace rodzaje dokumentéw: artykuty z czasopism krajowych i
zagranicznych, ksiazki, raporty z prac naukowo-badawczych niepublikowanych, materiaty z konferencji.

Jezyk informacyjno-wyszukiwawczy (narzedzie wyszukiwawcze BAZY): kontrolowany stownik stow
kluczowych oraz wtasna klasyfikacja tematyczna.

Czgstotliwosé profili tematycznych: 16-20 razy rocznie, w cyklu 3-tygodniowym, udostgpniane sa
poczty elektroniczng lub w formie wydruku komputerowego.

Wydawnictwa informacyjne OSrodka:
* Wykaz Bibliograficzny Raportéw z Prac Naukowo-Badawczych ITME,
* Wykaz Nabytkow Biblioteki ITME
* Wykaz Czasopism gromadzonych w ITME- Current Contents (odbitki kserograficzne spiséw tresci
czasopism wytypowanych przez uzytkownikéw)

Osrodek oferuje réwniez: « wykonywanie odbitek kserograficznych, « wypozyczenia migdzybiblioteczne.

SzczegStowe informacje i zamdéwienia na okreslone pozycje kierowa¢ nalezy pod adresem: Instytut
Technologii Materiatéw Elektronicznych DS-3 Osrodek INT, ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa 118,
skr.poczt.39, tel. 35-30-41/49 w. 108, 129, 425, tix 825031 itme pl, fax (+48 22) 34-90-03, E- mail:
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ABSORPCYJNY FILTR SZKLANY JAKO BARIERA OPTYCZNA
W DETEKTORZE PODCZERWIENI

R. Stepien (ITME), E. Poninska (ITME) ul.Wélczynska 133, 01-919 Warszawa
Szkto i Ceramika 1997 nr 1 5.25-30, il. bibliogr.

Filtry optyczne pochtaniajace promieniowanie widzialne (VIS) i przepuszczajace
bliskq podczerwien (NIR) (750+950 nm) znajduja zastosowanie m.in. w uktadach
automatycznego sterowania pracg urzadzen zawierajacych bariery optyczne. Zadaniem
filtréw w tych urzadzeniach jest ograniczenie wptywu $wiatta dziennego i oswietlenia
sztucznego na prace detektorow podczerwieni. Istnieje zapotrzebowanie na filtry do
wykonywania zminiaturyzowanych barier optycznych do promieniowania ponizej 750
nm przy zapewnieniu wysokiej przepuszczalnosci dla fali o dtugosci 820 nm. Zatozong
charakterystyke spektralng uzyskano w szkle krzemianowym stosujac jako chromotory
tlenki metali przejsciowych. Zbadano wptyw takich tlenkéw jak V,O,, Cr,0,, MnO,,
CoO, Fe,0,, NiO, CuO na przebieg krzywej przepuszczalnosci wieloalkalicznego
szkta borowo-krzemianowego. Do chromoforéw, ktére zdecydowanie obnizaja prze-
puszczalnosci promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni, zaliczono jedynie cz-
tery chromofory: CoO, NiO, Cr,0O, i w mniejszym stopniu MnO,. Zastosowanie tych
czterech tlenkéw przy stosunku ich stgzen odpowiednio 1,2:1:0,5:0,5 doprowadzito do
uzyskania szkta neutralnie szarego w cienkiej warstwie 0,5 mm, charakteryzujacego
si¢ przepuszczalnosciag NIR powyzej 60%. Wyzsza przepuszczalno$¢ NIR, powyzej
80%, wykazuje natomiast szkto z zawartoscia tylko dwoch tlenkéw barwigcych CoO i
Cr,0, przy stosunku stgzen 1:1 i jednak wyraZnie niebieskozielonym odcieniem barwy.

CEMS AND RF-MOSSBAUER STUDY OF NANOCRYSTALLINE
Fe, Zr,B , ALLOY

M.Kopcewicz (ITME), A.Grabias ITME) ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa
P.Nowicki Department of Materials Science and Engineering, Warsaw University of Techno-
logy, Narbutta 85, 02-524 Warszawa

Acta Physica Polonica A 1997 vol.91 nr 1 5.225-228, il.bibliogr.

The combined conversion electron (CEMS) and y-transmission Mossbauer spec-
troscopy is used to investigate the differences in the bulk and surface crystallization
of the amorphous Fe, Zr B , alloy. The radio-frequency induced effects (rf collapse
and side bands) are used to study the microstructure and magnetic behaviour of the
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alloy in the amorphous and nanocrystalline states. Rf-Mossbauer experiment permits
us to distinguish soft magnetic nanocrystalline bcc-Fe phase from microcrystalline o-Fe.

CRYSTALLIZATION OF YTTRIA UNDER HYDROTHERMAL
CONDITIONS

H. Tomaszewski (ITME), H.- Weglarz 1ITME), ul. Wolczynska 133, 01-919 Warszawa
R. De Gryse, University of Gent, Krijgslaan 281/S1, B-9000 Gent, Belgium
Journal of The European Ceramic Society 1997 vol.17 nr 1 5.403-406

The effect of precursor type and hydrothermal crystallization conditions of the
morphology of yttria grains was studied. Yttrium nitrate and yttrium chloride were
used as yttrium salts soluble in water. Yttrium hydroxide obtained by the reaction of
the chosen salt with ammonia was subjected to hydrothermal conditions (200-270°C,
0-120 min) in an autoclave. The shape of the yttria grains was strongly dependent on
the crystallization temperature and the type of precursor used. With yttrium chloride
as a precursor and at crystallization temperatures up to 498K, yttria grains are
isometric in shape. Above this temperature yttria grains get elongated with a needle-
like shape. The size of the needles depends on the crystallization time. For the case
of the yttrium nitrate precursor, the critical temperature of crystallization, above
which extended yttria grains appear, is about 25°C higher. From the results a model
mechanism for the hydrothermal crystallization of yttria is proposed.

CZOCHRALSKI GROWTH OF SrLaAlO, and SrLaGaO, SINGLE
CRYSTALS AND ITS IMPLICATIONS FOR THE CRYSTAL
MORPHOLOGY

A. Pajaczkowska (ITME), A. Gloubokov (ITME), A. Klos (ITME), ul. Woélczynska 133,
01-919 Warszawa

C.F.Woensdregt, Faculty of Earth Sciences, Geodynamical Research Institute P.O. Box
80021, 3508 TA Utrecht, The Netherlands

Journal of Crystal Growh 1997 vol. 171 nr 3-4 s.387-39

Single crystals of SrLaAlO, (SLA) and SrLaGaO, (SLG) have been grown from
nonstoichiometric melts by the Czochralski method making use of different seed orien-
tations, [100] (SLA, SLG), [110] (SLA) and [001] (SLG). The anisotropic properties of
the crystal structure are reflected in the growth morphology of the crystals. In the case of
(SLA) {101} facets appear at the crystal/melt interface and in that of [100] SLG {101}
and {103} facets occur, while for [001] SLG {001} and {103} facets are present. SLA
crystals are very similar to the theoretical growth forms computed according to the
Hartman-Perdok theory for models with an effective charge on oxygen, q = —2|e|.
However the habit of SLG crystals corresponds better to the theoretical growth forms
based on an effective charge q = —l.S{el due to the presence of oxygen vacancies.
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FILTRY ABSORPCYJNO-INTERFERENCYJNE DO OCHRONY
WZROKU PRZED PROMIENIOWANIEM LASEROWYM

Z. Mierczyk, M. Kwasny, Instytut Optoelektroniki WAT, ul.S.Kaliskiego 2, 01-489 Warszawa
R. Stepien (ITME), ul.Wélczynska 133, 01-919 Warszawa
Biuletyn WAT 1997 nr 1 5.99-114, il. bibliogr.

Przedstawiono problematyke ochrony wzroku przed promieniowaniem laserowym
oraz nowe rozwiazania przeciwlaserowych filtréw ochronnych. Opracowano technologie
wytopu szkiet domieszkowanych CuO o wysokich parametrach absorpcyjnych w zakresie
NIR (przepuszczajacych bliskg podczerwien) i szkiet domieszkowanych Pr,O, i Nd,O,
selektywnie pochtaniajacych promieniowanie w obszarze widzialnym. Wtasnosci
spektralne szkiet zmodyfikowano interferencyjnymi pokryciami dielektrycznymi,
uzyskujac filtry selektywne na kilka dtugosci fal, spetniajace wymagania zwigkszonej
transmisji w obszarze widzialnym, podwyzszonej odpornosci energetycznej i kontrastu
widzenia z podniesionym komfortem pracy przy diuzszym ich stosowaniu.

MICROSTUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF Fe/Ti
MULTILAYERS

M. Kopcewicz (ITME), A. Grabias (ITME), ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa
T. Stobiecki, M. Czapkiewicz, Department of Electronics, University of Mining and Metallurgy,
Al.Mickiewicza 30, 30-059 Krakow

J.Phys.: Condens. Matter 9 1997 5.103-115

The microstructure and magnetic properties of Fe/Ti multilayer films prepared by
rf-sputtering deposition are studied via conversion electron Mossbauer spectroscopy
(CEMS), x-ray diffraction (XRD), and magnetic techniques. Samples with the two
Ti- to Fe thickness ratios B =1 and 8 = 1.5, and with modulation wavelengths of
5 to 80 nm were studied. The XRD, electrical conductivity and coercive-field meas-
urements revealed that the amorphous phase is formed during deposition and is
distributed in the plane between the crystalline sublayers as well as in the grain
boundaries. From CEMS measurements the relative fractions of the various phases
(a-Fe, the interfacial FeTi crystalline phase and the amorphous phase) were deter-
mined. The thickness of the mixed interfacial region was estimated for various
values of A and . The CEM spectra revealed that the spins in the Fe sublayers are
aligned in the plane of the film, while in the interfacial regions they are randomly
oriented. It is shown that the films with A = 5 nm are almost entirely amorphous.
The relative fraction ot the amorphous phase decreases dramatically with inreasing A.
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MOVPE-GROWN (AlGa)As DOUBLE-BARRIER MULTIQUANTUM
WELL (DBMQW) LASER DIODE WITH LOW VERTICAL BEAM
DIVERGENCE

A. Malag, Institute of Electron Technology Al.Lotnikéw 32/46, 02-668 Warszawa
W. Strupinski (ITME), ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa
Journal of Crystal Growth 1997 vol. 170 nr 1-2 5.408-412, il.bibliogr.

We present a (AlGa)As laser diode based on a MOVPE-grown heterostructure
modified toward reduction of the vertical (perpendicular to junction plane) light
beam divergence. Insertion of thin, wide-gap barrier layers at the interfaces between
the MQW active region and the cladding layers allows for separate controlling the
carrier and optical confinements. According to theoretical modeling, the antiguiding
influence of the barriers on the primary waveguiding properties of a MQW structure
causes a waekening of the optical confinement and thereby a reduction of the vertical
beam divergence. This occurs however without weakening of the carrier confinement
and an excessive increase of threshold current density. As a result, the beam divergence
of 17-13° has been experimentally achieved (depending on construction details), for
devices manufactured from the heterostructure theoretically expected to give 12°.
MOVPE growth conditions of this modified "double-barrier multiquantum well"
(DBMQW) heterostructure are described. The light-current characteristics presented
show threshold current densities of 0.9-2.1 kA cm? for laser cavity lengths of 0.75-
0.25 mm, respectively and good quantum efficiencies.

PHOTOLUMINESCENCE OF LiTaO,:Pr

W. Ryba-Romanowski, I. Sokdlska, S. Gotab

Institute of Low Temperature and Structure Research Polish Academy of Sciences,
ul. Okdélna 2, 50-950 Wroctaw

T. Lukasiewicz (ITME), ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa

Appl.Phys.Lett. 1997 vol.70 nr 6 s5.686-687, il.bibliogr.

Single crystals of LiTaO, doped with praseodymium were grown by the Czo-
chralski method from congruent melt and their optical properties were examined. It
has been found that the Pr** ions in LiTaO, occupy several nonequivalent sites
differing in the crystal field strength. In addition, the structural disorder associated
with Li deficiency gives rise to strong inhomogeneous broadening of both the optical
absorption and emission lines. In contrast to isostructural LiNbOszPr, the relaxation
of the excited °P_ level of praseodymium is governed by radiative transitions, which
terminate on excited multiplets and make the LiTaO,:Pr** crystals promising for
four-level lasing in the visible range.
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INVESTIGATION OF Eu* SITES IN SrLaGa,0,, SrLaGaO, AND
SrLaAlO, CRYSTALS

W. Ryba-Romanowski, S. Gotab, W.A. Pisarski, G. Dominiak-Dzik

Institute of Low Temperature and Structure Research Polish Academy of Sciences, ul.Okélna
2, 50-950 Wroctaw

M. Berkowski

Institute of Physics Polish Academy of Sciences, Al.Lotnikéw 32/46, 02-668 Warszawa

A. Pajaczkowska (ITME), ul. Wolczynska 133, 01-919 Warszawa

J.Phys.Chem.Solids 1997 vol. 58 nr 4 s. 639-645, il.bibliogr.

Trivalent europium has been used as a probe of symmetry of crystalline sites
occupied by rare earth ions and of electron-phonon coupling in crystals belonging to
two wide families of compounds with general chemical formulae ABCO, and ABC,0,
(A=Ca,Sr; B=Y, La-Gd; C=Al,Ga). Random distribution of crystallochemically dif-
ferent ions over the lattice sites results in the spread of energy of Eu** excited states
in the three matrices, but the site symmetry is preserved in SrLaAlO, and SrLaGaO,.
Strongly perturbed sites behave as one quasicentre with single decay time of lumi-
nescence. The multiphonon relaxation rates for the °D, level of Eu** have been
analysed with a point charge nonlinear relaxation mechanism proposed recently.
Unusually low electron-phonon coupling in SrLaGaO,:Eu’* system has been found.

GROWTH MORPHOLOGY OF TETRAGONAL ABCO,
COMPOUNDS: THEORY AND OBSERVATIONS ON CZOCHRALSKI
GROWN CRYSTALS

C.F. Woensdregt, H.-W.M. Janssen, Faculty of Earth Sciences, Geodynamical Research
Institute P.O.Box 80021, 3508 TA Utrecht, The Netherlands

A. Gloubokov (ITME), A. Pajaczkowska® (ITME), ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa
Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, P-02-668 Warszawa

Journal of Crystal Growth 1997 vol.171 nr 3-4 s. 392-400

Tetragonal ABCO, compounds, where A=Sr, Ca, B=rare earth elements and
C=Ga or Al, are potential substrate candidates for high-frequency superconducting
films. The Hartman-Perdok theory (HPT) explains the relation between crystal struc-
ture and morphology and provides the atomic surface topology of the crystalline
interface. Theoretical growth forms can be constructed from computed attachment
energies, EMK!, which is assumed to be directly proportional to the growth rate for F
faces. HPT has been applied to CaYAIO, as a model for all ABCO, compounds with
a K )NiF, crystal structure. F forms are {002}, {101}, {103}, {110}, {112}, {200},
{211} and {213}. The theoretical growth form is planar following {001} with {101}
and {110} as lateral forms. At lower effective charges on oxygen, q_, the growth
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forms are still tabular, but the order of importance of lateral forms changes as
function of q_. When the ions on the slice boundaries are ordered, [110], will be
absent for the model with the formal charges and replaced by {112} in the case of
models with less negative oxygen charges. As-grown crystals show often inhomoge-
neities in color parallel to the {110} interface. This can be explained by the surface
topology of {110}.

SURFACE ACOUSTIC WAVE TWO RESONATOR FILTER USING
SYNCHRONOUS COUPLING INTERDIGITAL TRANSDUCERS

W. Soluch (ITME), ul. Woélczynska 133, 01-919 Warszawa
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control 1997 vol.44 nr 1
s.218-219

A surface acoustic wave (SAW) two resonator filter with coupling interdigital trans-
ducers (IDTs) located inside the reflectors, was designed, fabricated, and tested. In the
filter, electrodes of the coupling IDTs are in spatial synchronism with the reflectors'
electrodes. The filter, fabricated on ST-cut quartz, had a center frequency of 302.6 MHz,
insertion loss about 13 dB, and minimum rejection in the stopbands of about 40 dB.

ELECTRON SPIN RESONANCE STUDY OF ISOLATED CR* IONS
AND CR*ION PAIRS IN SrLaGaO, AND SrLaAlO, SINGLE
CRYSTALS

R. Jabtonski (ITME), M. Palczewska (ITME), A. Pajaczkowska (ITME),
ul.Wélczynska 133, 01-919 Warszawa
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 1997 167 99-104

The ESR spectrum of isolated Cr*' ions and nearest-neighbour Cr*' ion pairs in
SrLaGaO, and SrLaAlO, single crystals have been studied at X-band. A nearly
isotropic, single line of isolated Cr’* ions was observed for g = 1.980(2) in both
materials. The zero-field splitting was small, therefore all allowed Cr** transitions
nearly overlapped one another. For the nearest-neighbour Cr** ion pairs the ESR
spectrum could only be observed for the S = 2 state, because broadening mechanisms
did not affect this level. The coefficients of the isotropic exchange interaction J were
determined from temperature dependencies of line intensity. The angular dependen-
cies of ESR lines allowed the determination of the anisotropic exchange interaction
constants. The following values have been found: J = 5.4(2) cm™, g = 1.980(2), | D,

=137(2) x 10* cm™!, ‘ E ‘ =22(2) x 10* cm™ and J = 5.4(2) cm’!, g = 1.980(2),

DEI = 196(2) x 10'4cm",j EE' = 32(1) x 10* cm™ for SrLaGaO, and SrLaAlO,
crystals, respectively.
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PRACE DOKTORSKIE PRACOWNIKOW ITME

dr inz. Grzegorz Gawlik
Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych
Zaktad Badan Mikrostrukturalnych

Promotor: prof. dr hab. Michat Kopcewicz - Instytut Technologii Materiatow
Elekronicznych

Recenzenci:  prof. dr hab. Jerzy Piekoszewski - Instytut Probleméw Jadrowych
im. A. Sottana
prof. dr hab.inz. Andrzej Turos - Instytut Technologii Materiatow
Elekronicznych

Stopien doktora nauk w zakresie inzynierii materiatowe;]
zostat nadany w dniu 29.04.1997 r.
w Instytucie Technologii Materiatéw Elektronicznych

Tytut rozprawy: Wptyw warunkéw implantacji i obrobki cieplnej na strukture
stopow zelaza

Przedmiotem pracy byto zbadanie transformacji faz powstatych w czystym,
otrzymanym w klasycznych procesach metalurgicznych, zelazie implantowanym
jonami azotu w funkcji dawki jonéw i czasu wygrzewania. Ponadto rozpoznano
wptyw niektérych domieszek metalicznych (Al Ti,Mn,Cr) na stabilno$¢ faz
azotkowych. Jony azotu N,* o energii 100 keV implantowano do zelaza ARMCO
dawkami od 0,5x10'7 cm?do 6x10'7 cm?. Temperatura tarczy w czasie implantacji
jonéw byta nie wyzsza niz 50 °C. Wygrzewania implantowanych prébek wykonywano
w prézni (p = 2x10° mbar). Temperatury wygrzewania zmieniano w zakresie od
150°C do 500°C z krokiem 50°C. Badania faz azotkowych w warstwie zelaza
implantowanej jonami azotu wykonano metoda mdossbauerowskiej spektroskopii
elektronéw konwersji (CEMS). W pracy wykorzystano urzadzenia technologiczne
(implantator jonéw, piece do obdbki termicznej) oraz stanowisko do pomiaréw
CEMS znajdujace si¢ na terenie ITME.

W ramach pracy okreslono kolejnos¢ powstawania i przemian azotkéw zelaza w
funkcji dawki jonéw azotu. Stwierdzono, ze w miarg zwigkszania dawki jondéw
azotu powstaja azotki coraz bogatsze w azot:
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o' (martenzyt) + o Fe, N, — €Fe, N — €Fe N. Zbadano przemiany wytworzonych
implantacyjnie azotkéw w podwyzszonych temperaturach, az do ich catkowitego
rozpadu i odbudowy struktury zelaza o. Stwierdzono powstawanie fazy azotkowej
YFe, N w temperaturach powyzej 250°C-300°C. Oszacowano dynamike przemian
fazowych e-y-o w uktadzie Fe-N(implantowany). Dokonano oceny wptywu zjawisk
dyfuzyjnych na przemiany fazowe w uktadzie Fe-N(implantowany). Dokonano préby
usystematyzowania otrzymanych wynikéw w postaci wykresu fazowego zelazo
implantowany azot. Doswiadczalnie okreslono wptyw domieszek metalicznych
(AL,Ti,Mn,Cr) na stabilnos¢ faz azotkowych. Stwierdzono stabilizacje temperaturowa
faz azotkowych o (martenzyt) + a" Fe, N, powstajacych po implantacji matej dawki
jonéw azotu (1x10"7 cm?) i stabilizacje fazy YFe N po implantacji duzej dawki
jonéw azotu (4x10' cm?). Zaobserwowano takze réznice w oddziatywaniu
poszczeg6lnych domieszek metalicznych na stabilnos¢ pozostatych faz azotkowych.

Zaprezentowane wyniki w sposéb systematyczny ukazujg wptyw dawki
implantowanych jonéw azotu na syntezg azotkéw zelaza oraz ich przemiany
w podwyzszonych temperaturach. Wptyw domieszek metalicznych na stabilno$é
azotkow zelaza wskazuje na mozliwosci zastosowania implantacji jonéw azotu do
obrobki stali stopowych.
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OFERTA OSRODKA INFORMACJI NAUKOWE] I TECHNICZNEJ

+Osrodek Informacji Naukowej i Technicznej ITME oferuje CURRENT
CONTENTS (CC) z tytutéw nizej wymienionych czasopism.

«CC to najprostsza i najszybsza forma uzyskiwania przez uzytkownika
informacji o zawartosci kazdego numeru danego tytutu czasopisma.
«Oferujemy réwniez mozliwo$¢ wykonywania odbitek kserograficznych

z wybranych pozycji.

«Cena prenumeraty 1 tytutu czasopisma w postaci CC wynosi - 20 zi,
1 strona odbitki kserograficznej - 1,50 zi.

. American Ceramic Society Bulletin
. Applied Physics Letters

. Ceramica Acta

. Compound Semiconductor

. Crystal Research and Technology

A AW =

. Ekspress Informacija Radiotechnika,
Elektronika i Svjaz’

7. Electronics Letters

8. Fizika i Chimija Obrabotki Materialov
9. Fizika i Chimija Stekla

10. Fizika Metallov i Melallovedenie
11.Fizika i Technika Poluprovodnikov

12. Fizika Tverdogo Tela

13.1EEE Electron Device Letters

14.TEEE Journal of Lightwave Technology

15.1EEE Journal of Microelectro-mechanical
Systems

16.IEEE Journal of Quantum Electronics

17.1EEE Journal of Selected Topics in Quan-
tum Electronics

18. IEEE Microwave and Guided Wave Letters
19.1IEEE Spectrum

20.IEEE Transactions on Applied Supercon-
ductivity

21.1EEE Transactions on Circuits and Sys-
tems Part 1 Fundamental Theory and
Applications
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22.1EEE Transactions on Components,
Packaging and Manufacturing Technology
Part A Manufacturing Technology

23.1EEE Transactions on Components,
Packaging and Manufacturing Technology
Part B Advanced Packaging

24.1EEE Transactions on Components,
Packaging and Manufacturing Technology
Part C Manufacturing

25.1EEE Transactions on Electron Devices

26.1EEE Transactions on Microwave Theory
and Techniques

27.1EEE Transactions on Semiconductors
Manufacturing

28.IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferro-
electrics and Frequency Control

29.Journal of The American Ceramic Society
30. Journal of Applied Physics
31.Journal of Crystal Growth

32.Joumnal of Electrical Engineering/ Elektro-
technicky Casopis

33.Journal of the Electrochemical Society +
Interface

34. Journal of Electronic Materials
35.Journal of the European Ceramic Society
36.Journal of Matefials Research

37.Journal of Materials Science

38. Journal of Materials Science Letters

39. Journal of Materials Science Materials in
Electronics
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40. Journal of Materials Science Materials in
Medicine

41.The Korean Journal of Ceramics
42. Laser Focus World

43. Laser and Optronics

44. Lightwave

45. Materials Research Bulletin

46 Materials Science and Engineering A.
Structural Materials Properties, Micro-
structures and Processing

47.Materials Science and Engineering B.
Solid-State Materials for Advanced
Technology

48.Materials Science and Engineering C. Bio-
mimetic Materials, Sensors and Systems

49.Materials Science and Engineering R.
Reports

50. Microelectronics International Journal of
ISHM Europe

51. Microlithography World

52.Microwave Engineering Europe

53. Microwave Journal Euro Global Edition
54.MRS Bulletin

55.MST News

56.MST News Poland

57. Neorganiceskie Materialy

58. Physics Today

59.Poverchnost’ Fizika Chimija Mechanika
60. Proceedings of The IEEE

61.Proceedings of The National Science
Council Republic of China A Physical
Science and Engineering

62. Science of Sintering

63. Semiconductor Science and Technology
64.Solid State Electronics

65. Solid State Technology

66. Steklo i Keramika

67. Telecommunications

68.Test & Measurement Europe The PAN-
European Magazine for Quality in
Electronics

69. Vysokodistye Vesestva
70. Wire Industry

71.11I-Vs Review - Compound Semiconduc-
tors International

Osrodek Informacji Naukowej i Technicznej ITME prowadzi (od 1993 r.)
skomputeryzowang bibliograficzng baz¢ danych “MATERIALY ELEKTRONICZNE”
umozliwiajaca indywidualne (kazdorazowe) wyszukiwanie informacji w systemie on-
line oraz selektywng dystrybucj¢ informacji w postaci nastgpujacych profili:

1- Krzem i przyrzady z Si

2- Zwiazki poétprzewodnikowe AMBY

3- Pozostale materiaty potprzewodnikowe

4- Materialy elektrooptyczne, piezoelektryczne i laserowe

5- Nadprzewodniki wysokotemperaturowe i podloza

6- Materialy ceramiczne. Ztacza ceramika-metal

7- Szkta dla zastosowan optycznych. Swiattowody

8- Kompozyty. Materialy stykowe. Spoiwa i stopy metaliczne

9- Pasty do uktadow hybrydowych
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10 - Metalizacja. Czyste metale. Stopy amorficzne. Uklady wielowarstwowe
metaliczne

11 - Pétprzewodnikowe przyrzady mikrofalowe i uktady scalone

12 - Przyrzady z akustyczng fala powierzchniowa

13 - Czujniki

14 - Fotolitografia. Jonolitografia. Elektronolitografia. Maski

Profile tematyczne obejmuja nastgpujace rodzaje dokumentéw: artykuty z czasopism
krajowych i zagranicznych, ksiazki, raporty z prac naukowo-badawczych
niepublikowanych, materiaty z konferencji.

Jezyk informacyjno-wyszukiwawczy: kontrolowany stownik stéw kluczowych
oraz wilasna klasyfikacja tematyczna.

Czestotliwos¢: 16 - 20 razy rocznie, w cyklu 3-tygodniowym.

Profile tematyczne udostgpniane sa poczta elektroniczng lub w formie wydruku
komputerowego. Uproszczony stownik stéw kluczowych dostepny jest w Internecie
przez anonimowy FTP na serwerze ITME - sp.itme.edu.pl w pliku /ds33/slowkl.zip.

Od 1998 r. przewiduje si¢ udostgpnianie bazy poprzez Internet.

Cena prenumeraty 1 profilu - 50 zi, kazdego nastepnego - 30 zi.

Biblioteka Osrodka Informacji Naukowej i Technicznej gromadzi: czasopisma,
raporty z prac naukowo-badawczych, materiaty konferencyjne; prowadzi manualne
i skomputeryzowane kartoteki i katalogi.

Wydawnictwa informacyjne Osrodka:

- Wykaz Bibliograficzny Raportéw z Prac Naukowo-Badawczych ITME,

- Wykaz Nabytkéw Biblioteki ITME,

- Wykaz Czasopism gromadzonych w ITME,

- Current Contents.

Osrodek oferuje rowniez:
- wykonywanie odbitek kserograficznych,
- wypozyczenia migdzybiblioteczne.

E-mail: itme4@atos.warman.com.pl lub karwiz_a@sp.itme.edu.pl
WWW: http://www.itme.edu.pl
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P BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA
WZROSTU KRYSZTALOW (PTWK) nr 8

W

-

A

INFORMACJA O POLSKIM TOWARZYSTWIE WZROSTU
KRYSZTALOW PRZYGOTOWANA DO INFORMATORA
NAUKI POLSKIE]J

W dziale: Towarzystwa i stowarzyszenia specjalistyczne oraz zawodowe

grupa: Nauki matematyczno-fizyczne i chemiczne

POLSKIE TOWARZYSTWO WZROSTU KRYSZTALOW
(POLISH CRYSTAL GROWTH SOCIETY)

0« 30-060 Krakéw, ul. R. Ingardena 3
& (12) 336 377 w. 267, fax: (12) 340 515

Rok zatozenia: 1991

Prezes: Prof. dr hab. inz. Marian A. Herman
Prezes-elekt: Prof. dr hab. Keshra Sangwal
Eks-prezes: Prof. dr hab. Stanistaw Hodorowicz
Sekretarz: Dr Andrzej Olech

Skarbnik: Dr Barbara Borzg¢cka-Prokop

Podstawowe zadania statutowe:

I. uprawianie i krzewienie nauk o krystalizacji oraz nauk pokrewnych,

2. umacnianie wigzi migdzy osobami zajmujacymi si¢ naukami o krystalizacji,
zatrudnionymi w réznych dziedzinach gospodarki narodowej i podnoszenie ta
droga ogdlnego poziomu wiedzy w zakresie nauk o krystalizacji w Polsce,

3. aktywny udziat w migdzynarodowym ruchu dotyczacym problematyki wzrostu
krysztatéw, w tym S$cista wspétpraca z Miedzynarodowa Unia Wzrostu
Krysztatow.
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Cel oraz zakres dzialania

Celem dziatania Polskiego Towarzystwa Wzrostu Krysztatow (PTWK)jest
zapewnienie forum do wymiany informacji sposobami bezposrednimi (tj.
konferencje, sympozja itp.) i posrednimi (np. wydawnictwa informacyjne i
naukowe) pracownikom zajmujacym si¢ doswiadczalnymi i teoretycznymi
aspektami: (a) wzrostu krysztaléw w postaci monokrysztaléw objgtosciowych,
agregatéw krystalicznych i warstw epitaksjalnych, (b) otrzymywania materiatéw
ciektokrystalicznych oraz (c) ich charakteryzacji i zastosowania.

Tematyczny zakres dziatania PTWK obejmuje nast¢pujace zagadnienia:

1) teorie: zarodkowania i wzrostu, kinetyki molekularnej i zjawisk transportu,
krystalizacji w osrodkach o wysokich wartosciach wspétczynnikéw lepkosci np.
polimeréw i szkiel;

2) wazrost krysztatéw zaréwno objetosciowych jak i w formie cienkich warstw:
metali, mineratéw, pétprzewodnik6w, nadprzewodnikéw, magnetykéw, substancji
nieorganicznych, organicznych i biologicznych;

3) oprzyrzadowanie i technologia wzrostu krysztatow;

4) charakteryzacja monokrysztaléw metodami fizycznymi i chemicznymi;

5) krystalizacja przemystowa;

6) teoria i praktyka epitaksji i osadzania warstw z réznych faz;

7) heterostruktury wielowarstwowe oraz ich charakteryzacja z naciskiem na procesy
krystalizacji i aspekty epitaksji;

8) otrzymywanie, charakteryzacja oraz zastosowanie materialéw ciektokrysta-
licznych

9) struktura i wlasnosci srodowisk wzrostowych.

Struktura PTWK: Sekcje tematyczne: Krysztatow Litych (objgtosciowych),
Mikrostruktur Krystalicznych, Ciektych Krysztatéw, Charakteryzacji Krysztatow.
Liczba czlonkéw: 120, w tym 60 pracownikéw naukowych.

Wydawnictwa: Biuletyn PTWK wydawany pod redakcja doc. dr hab. inz. Tadeusza
FLukasiewicza w ramach czasopisma: Materiaty Elektroniczne (Wydawnictwo
Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych (ITME) w Warszawie).
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PROTOKOL Z ZEBRANIA ZARZADU POLSKIEGO
TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW W INSTYTUCIE
TECHNOLOGII MATERIAL.OW ELEKTRONICZNYCH (ITME)

W WARSZAWIE, UL. WOLCZYNSKA 133
DNIA 19.03.1997 r.

. Powitanie uczestnikdw Zebrania przez Dyrektora ITME, dra Z. Luczynskiego.

Otwarcie Zebrania przez Prezesa PTWK. Zatwierdzenie porzadku obrad i
sporzadzenie listy obecnosci.

Informacja o rejestracji nowego sktadu Zarzadu i zmian w Statucie PTWK
(dokonanych przez ostatnie Walne Zebranie PTWK) w Sadzie Wojewddzkim
w Krakowie (dr A. Olech).

Oméwienie problemdéw zwigzanych z kolportazem Biuletynu nr 6 (uaktualnienie
listy wysytkowej).

Sprawa wytypowania przez PTWK kandydatéw do nagrody International
Organization on Crystal Growth (IOCG), zgodnie z prosba prof. Nishinagi
skierowang do Zarzadu PTWK. Przedyskutowano kilka kandydatur z kraju i z
zagranicy. Po wyczerpujacej dyskusji Zarzad postanowit zgtosi¢ dwéch kandy-
datéw z Polski: w rankingu doswiadczalnym profesor Ann¢ Pajaczkowska, zas
w rankingu teoretycznym profesora A. Lukasza Turskiego. Wymagane materiaty
zbierze i zgloszenia dokona Prezes PTWK, prof. M. Herman. '

Dziatalnos¢ i sprawy dotyczace Sekcji Tematycznych PTWK:

a) Prof. A. Pajaczkowska przedstawita sprawozdanie z dziatan kierowanej przez
nig Sekcji Krysztatéw Objetosciowych, w tym z organizacji i przebiegu
konferencji: 7 lutego 1996 r. w ITME oraz w dniach 16-20 wrze$nia 1996 r.
w Jaszowcu (International Conference on Substrate Crystals and HTSC Films
‘96).

b) Prof. M. Oszwatdowski omoéwit prace Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych
(MK) (taka ostatecznie nazwe przyj¢li cztonkowie Sekcji, zmieniajac wcze-
$niejsza, roboczg nazwe: Sekcja Cienkich Warstw). Sekcja MK wspétorgani-
zuje, wraz z Instytutem Fizyki Politechniki Poznanskiej konferencj¢ “National
Symposium on Crystalline Microstructures” w dniach 1-3 lipca 1997 r. w
Poznaniu.

¢) Prof. J. Zmija zrelacjonowat zebranie informacyjne tworzonej przez niego
Sekcji Krysztatow Ciektych i Molekularnych oraz ostatnig (marzec 1997 r.)
Europejska Konferencj¢ Ciektych Krysztatéw, zorganizowana przez WAT
w Zakopanem (wywodzaca si¢ z majacych juz bardzo diuga tradycje
konferencji “Fizyka Monokrysztatéw i Ciektych Krysztatéw, Technologia i
Zastosowania”). Prof. J. Zmija bedzie zabiegat o zorganizowanie przez WAT
konferencji sekcyjnej jeszcze przed wakacjami.
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d) Prof. A. Kisiel przedstawit swoje stanowisko, poparte rozeznaniem potrzeb
srodowiska naukowego, o niecelowosci tworzenia (przynajmniej aktualnie)
Sekcji Charakteryzacji Krysztatéw. Uzgodniono, ze problem charakteryzacji
jest wspolny zainteresowaniom (przynajmniej czgsciowe) wszystkich sekcji.
Zaproponowano, ze mozna by w nazwach kazdej z juz istniejacych sekcji
doda¢ stowa “.. i charakteryzacji”, ale decyzj¢ o tym postanowiono pozosta-
wié poszczegdlnym walnym zebraniom sekcyjnym, w mysl wczesniejszych
ustalen.

e) Propozycja prof. K. Sangwala, utworzenia sekcji krystalizacji przemystowej,
nie znalazta poparcia zebranych. Zainteresowanych ta tematyka cztonkdéw
zaprasza juz pracujgca Sekcja Krysztatdw ObjetoSciowych.

f) Dalsza dyskusj¢ nt. sekcji postanowiono zaproponowa¢ na najblizszym
Walnym Zgromadzeniu PTWK.

Prof. A. Pajaczkowska oméwita sprawe wspétpracy PTWK z Niemieckim

Towarzystwem Wzrostu Krysztaléw i organizowane przez to Towarzystwo

konferencje naukowe.

Prof. A. Pajaczkowska poinformowata réwniez o planowanej II Krajowej
Konferencji Sekcji Wzrostu Krysztatéw Objetosciowych, w czerwcu 1997 r.,
w Warszawie.

W sprawie terminu walnego zebrania PTWK, taczonego zwyczajowo z konfe-
rencja naukowa, zaproponowano zsynchronizowanie terminéw konferencji z
organizowanymi przez WAT konferencjami “statych” krysztatéw (Fizyki
Monokrysztaléw, ostatnio organizowanych w Zakopanem), tak aby nie byto w
jednym roku dwéch konferencji, utrudnia to bowiem konsolidacj¢ polskiego
srodowiska pracownikéw badawczych zagadniefn wzrostu krysztatéw. Prof. K.
Sangwal przypomnial, ze konferencje PTWK odbywaty si¢ dotad w kwietniu
lub maju, co wigzato si¢ z kalendarzem konferencji Migdzynarodowej Orga-
nizacji Wzrostu Krysztatéw. Najblizsza konferencja organizowana przez WAT
jest planowana zwyczajowo w pazdzierniku 1998 r. Prof. J. Zmija zaznaczy!,
ze chociaz jest juz raczej za p6Zno na zmiang¢ jej terminu i zorganizowanie
wspdlnej konferencji, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedyskutowato t¢
sprawe Walne Zebranie PTWK oraz organizatorzy konferencji WAT-owskich
z mysla o wspélnych przysztych dziataniach dla dobra ogétu. Prof. J. Zmija
przypomniat, ze konferencje WAT, organizowane przy wspdtpracy z Politech-
nika L6dzka, maja dobre Zrédta finansowania, takze w PAN oraz w KBN, a
materiaty z nich sa publikowane w czasopismach o wysokim indeksie cytowar.
Prof. M. Herman oraz Prof. A. Kisiel zaproponowali, by wobec tego najblizsze
Walne Zgromadzenie PTWK zorganizowaé jeszcze odrgbnie i potaczy¢ z
konferencja o interesujacej dla wigkszosci Cztonkéw tematyce ‘charakteryzacja
krysztatéw’ albo ‘fizykochemiczne metody badania krysztatéw’. Prof. A. Kisiel
obiecal wspoméc starania o zaproszenie kilku dobrych wyktadowcéw z tej
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10.

11.

13.

dziedziny, zas prof. K. Sangwal wyrazit zgod¢ na zorganizowanie konferencji
w kwietniu 1998 r. w Lublinie.

W zwiazku z informacja, ze Polskie Towarzystwo Fizyczne zamierza podjac
kroki majace na celu petne wykorzystanie zebranych dotad materiatéow i
wyjasnienie do kornca spraw spornych zwigzanych z oceng postaci wybitnego
polskiego krystalografa, prof. J. Czochralskiego - Zarzad PTWK uznat za stuszne
i wskazane wiaczenie si¢ do wspdtpracy w tej dziedzinie. Zarzad podjat uchwate,
upowazniajaca w szczegdlnosci prof. J. Zmije oraz prof. A. Pajaczkowska do
nawigzania kontaktu i wspdtpracy z ramienia PTWK, z zainteresowanymi
reprezentantami PTF, w tej sprawie. Jednoczesnie Zarzad zasugerowat, aby
nawigza¢ w tej sprawie kontakt z dr P. Tomaszewskim (poprzez prof. K.
Lukaszewicza, cztonka honorowego PTWK), ktéry kilka lat temu zebrat petny
zbiér materiatléw o zyciu i pracy prof. J. Czochralskiego, z okazji setnej rocznicy
jego urodzin.

W przerwie zebrania jego uczestnicy mieli mozliwosé zwiedzania wybranych
laboratoriow ITME, po ktérych oprowadzit ich Dyrektor ITME, dr Z. Luczyfiski.

Prof. T. Lukasiewicz i prof. M. Herman poinformowali, ze Zarzad wstrzymat
dziatania zwiazane z organizacja Konkursu im. Prof. J. Czochralskiego do czasu
wyjasnienia spraw omawianych w pkt. 10. Jednoczesnie Zarzad podzigkowat
prof. T. Lukasiewiczowi oraz Dyrekcji ITME (jako cztonkowi wspierajacemu
PTWK) za pracg¢ nad wszystkimi dotychczasowymi wydaniami biuletynéw
PTWK i wyrazit nadziej¢ na dalszg wspodtprace i pomoc w tej dziedzinie.

W sprawie druku w ‘Materiatach Elektronicznych’ prac z konferencji w
Krakowie - prof. T. Lukasiewicz poinformowat Zarzad, ze tylko 5 prac spetnito
wymagane kryteria i po niezbgdnych poprawkach moga by¢ wydrukowane, co
Zarzad zaakceptowal. ITME przejmuje pilotowanie tych prac do druku w
ostatecznej postaci.

Skarbnik PTWK, dr B. Borzgcka-Prokop oraz sekretarz PTWK, dr A. Olech,
przedstawili bilans finansowy PTWK za okres od ostatniego Walnego Zgroma-
dzenia (24 V 1995 r.) do dnia 19 III 1997 r. Stan Kasy PTWK na dzieni przejecia
od poprzedniego Zarzadu (sprawdzony przez Komisj¢ Rewizyjna) wynosit
1946,55 zt. Przychody w omawianym okresie wyniosty 1140,00 zt (780 zt
sktadki cztonkowskie + 360 zt darowizna od organizator6w Konferencji
ICSC-F’96 (prof. A. Pajaczkowska)). Poniesione wydatki zamknety si¢ kwota
209,42 zt (optaty sadowe zwiazane ze zmianami w rejestrze, materiaty korespon-
dencyjne i picczatki). Saldo na dzicn 19 III 1997 r. wynosi 2877,13 zi, z czego
2600,44 zt jest ulokowane na koncie w BPH w Warszawie, za$ 276,69 zt stanowi
gotéwke w Kasie Towarzystwa. Subkonto PTWK w Banku Przemystowo-
Handlowym w Krakowie zostato zlikwidowane, jako zbedne. PTWK posiada
obecnie tylko jedno konto bankowe, w BPH w Warszawie. Aktualna nazwa i
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numer konta:
PTWK, BPH S.A., XIV O/Warszawa, nr 10601015 - 64510 - 27000 - 520201.

15. Zarzad podjat uchwate o wstgpnym przyjeciu przedstawionego bilansu, do czasu
zatwierdzenia go przez najblizsze Walne Zgromadzenie PTWK.

16. Sekretarz PTWK, dr A. Olech poinformowat o ztozeniu dorocznych sprawozdan
do Wojewddzkiego Urzedu Statystycznego w Krakowie “O stanie zatrudnienia”
oraz “O stanie i ruchu Srodkéw trwatych”. Przypomniano przy okazji, ze PTWK
opiera si¢ jedynie na pracy spotecznej swoich cztonkéw i nikogo nie zatrudnia.
Nie posiada réwniez, jak dotad, zadnych srodkéw trwatych, a korzysta jedynie
z nieodptatnej pomocy réznych instytucji i organizacji (jako cztonkow wspiera-
jacych).

17. Z okazji Konferencji w Lublinie, w kwietniu 1998 r., zaproponowano nawigzac
wspétprace z Czeskim i Stowackim Towarzystwem Wzrostu Krysztatow.

18. Zarzad podjat uchwale o przyjeciu w poczet cztonkéw PTWK wszystkich
kandydatéw, ktérzy ztozyli deklaracje cztonkowskie
19. Na tym zebranie zakoniczono

Protokétowat
(-) Andrzej Olech

SPRAWOZDANIE Z MIEDZYNARODOWE]
KONFERENCJI:

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUBSTRATE CRYSTALS
AND HTSC FILMS (ICSC-F’96) SEPTEMBER 16-20, 1996,
JASZOWIEC, POLAND

Konferencja byta zorganizowana przez trzy Instytuty: dwa z Warszawy - Instytut
Technologii Materiatéw Elektronicznych (ITME) i Instytut Fizyki Polskiej Akademii
Nauk (IF PAN) oraz Instytut Wzrostu Krysztatéw (IKZ) w Berlinie.
Wspétprzewodniczacymi Konferencji byli: Prof. dr hab. Anna Pajaczkowska (ITME)
i Dr hab. Wienfried Schroder, Dyrektor IKZ.

Konferencja byta zorganizowana dzigki znacznej pomocy finansowej
Komitetu Badan Naukowych i Fundacji Wspétpracy Polsko-Niemieckiej oraz
Komitetéw Fizyki i Krystalografii Polskiej Akademii Nauk.

W konferencji wziety udziat 83 osoby.

Wszyscy zaproszeni wyktadowcy (16) przyjeli zaproszenie i wygtosili wyktady,
ktorych poziom naukowy zostat oceniony przez stuchaczy bardzo wysoko. Ponadto
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zostato wygtoszonych osiem wyr6zniajacych si¢ referatéw z prac wiasnych i 37 prac
wlasnych zostato przedstawionych w dwodch sesjach plakatowych. Cel naukowy
konferencji zostat osiagnigty, a mianowicie przedstawiono najnowsze osiagnigcia w
dziedzinie krystalizacji monokrysztatdw na podtoza i warstw nadprzewodnikow
tlenkowych, ich charakteryzacji, wtasnosci fizycznych w zaleznosci od wtasnosci
warstwy przejsciowej, na granicy podioza i warstwy.

Dyskusja okragtego stotu w ostatnim dniu konferencji byta prowadzona przez
prof. A.Pajaczkowska w obecnosci wszystkich wyktadowcéw i uczestnikow. Koncowe
podsumowanie konferencji przeprowadzit Przewodniczacy Komitetu Naukowego
Konferencji, prof. dr hab. Henryka Szymczak, co pozwolito na wyciagnigcie bardzo
istotnych wnioskow. A mianowicie, ze nie jesteSmy w posiadaniu idealnego i
uniwersalnego podtoza pod warstwy. Do najlepszych z punktu widzenia dopasowania
strukturalnego i wiasnosci dielektrycznych nalezy zaliczy¢ zwiazki typu ABCO,, a
mianowicie SrLaGaO,, SrPrGaO, i SrLaAlO,, ktore ze wzglgdu na ztozong strukturg
krystaliczng i niekongruentne topienie wymagaja dalszych badan nad ich krystalizacja.
Badania te sg prowadzone przez zespoly z Instytutéw organizujacych konferencje
oraz laboratoria w Japonii. Pracownicy prowadzacy prace nad otrzymywaniem warstwy
1 badajacy ich wlasnosci fizyczne zwracali uwage, ze posiadaja zbyt skromne informacje
o strukturze powierzchni podtoza, szczegdlnie w temperaturze ich osadzania. Wiadomo
aktualnie, ze prace te sg prowadzone w minimalnym stopniu, ze wzgledu na trudnosci
obserwacji struktury powierzchni in situ w wysokiej temperaturze. Oceniono
pozytywnie pomyst organizacji konferencji o takiej tematyce, ktéra obejmuje
catosciowo problem osadzania warstw ich wtasnosci fizyczne w zaleznosci od podtoza
1 warstwy przejsciowe;j.

W czasie trwania konferencji odbyta si¢ wystawa produktéw i monokrysztatow
firmy CrystTec z Berlina i ITME z Warszawy.

Ponadto mozna dodaé, ze Dom “Gwarek”, jego polozenie w cichej dolinie
Jaszowca, wyposazenie domu i obstuga pozwolity na sprawne przeprowadzenie
konferencji i stworzenie dobrej atmosfery do wielu bezposrednich spotkan i dyskus;ji
z tak znakomitymi zaproszonymi gosémi i uczestnikami. ‘

71



Biuletyn PTWK nr 8

INFORMACJE O KONFERENCJACH

ICCG 12 - THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
CRYSTAL GROWTH, JERUSALEM, ISRAEL, 26- 31 JULY, 1998

MAIN TOPICS:

-fundamentals

-bulk growth

-epitaxy, thin films, coatings & vapour growth
-modelling (simulations) & external fields
-novel characterization methods & devices
-biocrystallization

-high Tc superconductors & diamonds

-mass crystallization

-special ties

For further inf i
ICCG 12

C/O International Travel & Congresses Ltd.
P.O. Box 29313, Tel Aviv 61292, Israel
Tel: + 972-3-5102538  Fax: + 972-3-5160604

FIFTH POLISH CONFERENCE ON CRYSTAL GROWTH
MAY 24-26 1998, LUBLIN

The Fifth Polish Conference on Crystal Growth (PCCG-V) will be held during
26-28 April 1998 in Lublin. The PCCG-V is being organized by the Department of
Physics of the Technical University of Lublin, on behalf of the Polish Crystal
Growth Society (Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztatéw, PTWK).

The scope of the conference will cover the following topics:

1) Theories of nucleation and growth, molecular kinetics and transport processes,

and crystallization in viscous media e.g. polymers and glasses.

2) Crystal growth, both bulk as well as thin layers, of metals, minerals, semi-

conductors, superconductors, magnetics, and inorganic, organic and biological
substances.
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3) Instrumentation and techniques of crystal growth.

4) Characterization of crystals by physical and chemical methods.

5) Industrial crystallization.

6) Theory and practice of epitaxy and deposition from various phases.

7) Multilayer heterostructures and their characterization, with emphasis on the
processes of crystal growth and epitaxy.

8) Preparation, characterization and applications of liquid crystals.

9) Structure and properties of growth media.

The programme of the conference will consist of the following:

1) Czochralski lecture of 60 minutes duration.

2) Lectures, each of 45 minutes duration, on topics of current interest.

3) Oral presentations, each of 10 minutes duration, reporting latest results.

4) Posters to be presented in a special poster session.

5) General meeting of Polish Crystal Growth Society (PTWK).

Selection of lectures and oral presentations will be made by the members of the
Scientific Committee of the PCCG-V. However, the Scientific Committee welcomes
suggestions and propositions about topical lectures and short oral presentations. In
view of an expected international participation, English will be the conference language.

More information about the conference may be obtained from: Prof. K. Sangwal,
Katedra Fizyki Politechniki Lubelskiej, ul Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin.

Phone: (081) 525 70 51; Fax: (081) 525 93 85;

E-mail: sangwal@antenor.pol.lublin.pl

OD REDAKCIJI

Na tamach kwartalnika MATERIALY ELEKTRONICZNE (ME) zostaty
zamieszczone nizej wymienione numery Biuletynu Polskiego Towarzystwa Wzrostu
Krysztatéw (PTWK):

BPTWK nr 1 wydrukowany w nr 1 - 1993 s. 62-69
BPTWK nr 2 it nr 2 - 1993 s. 113-120
BPTWK nr 3 e i nr 3 - 1993 s. 83
BPTWK nr 4 e nr 4 - 1994 s. 75-82
BPTWK nr 5 e nr 3 - 1995 s. 84-97
BPTWK nr 6 o nr 4 - 1995 s. 82-86
BPTWK nr 7 e nr 1 - 1996 s. 55-56
BPTWK nr 8 nr 2 - 1997 s. 62-70
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Wskazowki dla autorow
1. Redakcja czasopisma “Materiaty Elektroniczne” prosi autoréw o nadsytanie artykutéw
zapisanych na no$nikach magnetycznych (dyskietki- zwracane po skopiowaniu) lub poczta
elektroniczng (e-mail: itme4@atos.warman.com.pl) w formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika
Page Maker 5.0/4.0, Word for windows 1.2-2.0, PCX, TIF, PLT, CGM,
Word Perfect 5.0/5.1, RTF (rich text format), EPS, DXF, BMP, WMF,
Ami Pro 1.2b-3.0, TAG i inne po uzgodnieniu. XLS, PIC, XLC, WPG.

Grafika i tekst powinny znajdowac si¢ w odddzielnych plikach, kazdy rysunek w innym.
Pliki moga by¢ poddane kompresji np: ZIP, ARJ, ARC.

2. Artykut powinien by¢ wydrukowany czcionkg o wysokosci 12 punktéw typograficznych,
na papierze formatu A4, jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony,
z podwdjng interlinia, w jednym egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny by¢é numerowane.

3. Objetos¢ artykutu nie powinna przekracza¢ 15 stron maszynopisu tacznie z rysunkami,
tabelami i bibliografia.

4. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone:
réwnania, rysunki, tabele i itp.

5. Do artykutu powinny by¢ dotaczone (réwniez na dyskietce) streszczenia, w jezykach
polskim, angielskim nie przekraczajace 200 stow. Tytut artykutu winien by¢ réwniez przettu-
maczony na te jezyki.

6. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac si¢ nastepujace elementy: z lewej stro-
ny u gory artykutu tytut naukowy, petne imi¢ (imiona), nazwisko(a) autora(éw), nazwa miejsca
pracy (zaktadu, pracowni), adres pocztowy. Na §rodku stronicy maszynopisu tytut artykutu.

7. Rysunki:

7.1. Na odwrocie rysunku lub fotografii nalezy podaw¢ ich numer, nazwisko autora,
pierwszy wyraz tytutu artykutu i nazwe pliku z zataczonej dyskietki.

7.2. Podpisy do rysunkéw, fotografii oraz bibliografi¢ nalezy umieszczaé na oddziel-
nych stronicach, po tekscie.

7.3. U géry kazdej tablicy nalezy poda¢ numer i tytut objasniajacy.

7.4. W przypadku rysunkéw, wzoréw, tablic nie bedacych oryginalnym dorobkiem au-
tora(6w) nalezy zacytowa¢ zrédto, umieszczajac je w bibliografii.

7.5. Wzory nalezy numerowa¢ kolejno cyframi arabskimi.

7.6. Przyjmuje si¢, ze zataczone zdjgcia i rysunki stanowig wzorzec jakosci dla ilustracji.

8. Pozycje bibliografii nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych, w kolejnosci - wy-
stgpujacej w tekscie.

Dla ksiazki nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, petny tytut dzieta
w oryginale, miejsce wydania, wydawcg, rok, stronice np.: [1] Librant Z.: Ceramika konstruk-
cyjna w zastosowaniach elektronicznych. Warszawa: WNT 1991,126 s.

Dla artykutu nalezy poda¢ kolejno nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, tytut artykutu
w oryginale, tytut czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.: [2] Kaminski P., Strupifiski W.,
Roszkiewicz K.: Effect of Substrate Temperature on the Concentration of Point Defets in Va-
pour Phase Epitaxial GaP:N,S. Journal of Crystal Growth 108,1991, 3/4, 699-709

9. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzorach
musza by¢ zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie Normy i Migdzynarodowy Uktad Miar (SI).

10. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawa¢ w lewym marginesie.

11. Autora obowigzuje wykonanie korekty autorskie;.


mailto:itme4@atos.warman.com.pl

-‘ INSTYTUT TECHNOLOGII
I-v- MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH
N/
gl |

mm ul. Wolczynska 133, 01-919 Warszawa
tel.. (4822)349003, fax: (4822)349003

Przedmiotem dziatania Instytutu Technologii Materialéw Elektronicznych jest
prowadzenie badan navkowych i prac boogcwczo-rozwojowych w zakresie
inzynierii materialowe;, elekironiki i fizyki ciala stafego, a w szczegélnosci
technologii otrzymywania nowoczesnych materialéw, ich obrébki, miernictwa
oraz e?e?(fywnego wykorzystywania w gospodarce oraz przystosowywanie

wynikéw badan | prac do wdrozen w praktyce.

Dziatalno$é Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych skupia sie
w dwéch obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i maloseryjne;
produkcii materiatéw dla elektroniki, te|ekomunikoc]i, energe ki, rolnictwa
i medycyny, oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad elementami
elektronicznymi, wytwarzanymi z tych materiatéw.

Materiatami, na ktérych koncentruje si¢ dzialalnosé ITME sa: materiaty
pétorzewodnikowe monokrystaliczne i warstwy epitaksjalne (Si, GaAs, GaAsP, GaP,
InP), matericly elekirooptyczne i piezoelekiryczne (YAG, CafF,, LINBO,, LiTaO,, kwarc),
podioza do nadprzewodnikéw wysokotemperaturowych (Srl.aAfO o SrlaGaO,)
mcteriofy ceramiczne (na bazie ALQ, i Zr0,), szkla optyczne i techniczne,
$wiatlowody, obrazowody, materiaty kompozytowe, pasty (przewodzace, izolujace
i oporowe), czyste metale, zwiqzki nieorganiczne i rozpuszezalniki.

W ramach badan aplikacyjnych opracowywane sa w ITME: pétprzewodnikowe
przyrzady mikrofalowe (franzystory MESFET, diody Schottky’ego), mikrofalowe
monolityczne uklady scalone, tiliry z akustyczng falq powierzchniowq.

Instytut Technologii Materialéw Elekironicznych wydaje dwa czasopisma
naukowe: kwartalnik “Materiaty Elekironiczne”, w ktérym publikowane sq artykuty
dotyczqce zakresy dzialania Instytutu, “Prace ITME” - zawierajqce monografie,
rozprawy doktorskie i habilitacyjne, oraz wydawnictwa informacyjne.






